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１．概要（Summary） 

超伝導物質の中でも、コヒーレンス長 ξや磁場侵入長 λ

程度のサイズのメゾスコピック超伝導体には、渦糸が多重

渦糸状態となるようにトラップされ、かつ、試料形状

に依存した複雑な格子を組むと考えられている[1]。こ

れまで、ミクロンサイズの Al トンネル接合型 SQUID を用

いた、局所磁化測定システムの開発に成功した[2]。この

作製技術を利用し、マイクロ SQUID基板上に、SiO2

保護膜を作製の上、電子線描画装置を用いてミクロン

サイズの Al diskを SQUIDの真上に作製する。低温

下での磁化測定により、disk中の渦糸のトラップ位置

による SQUID磁場変調の位相変化を観測し、メゾス

コピック超伝導に特異な渦糸格子状態の解明を目指

す。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 100kV電子ビーム描画装置 

 全自動スパッタ装置 

 多目的ドライエッチング装置 

【実験方法】 

 SQUID基板の作成：Ti/Au 電極・配線を蒸着した Si

ウエハー基板に電子線レジスト 2層(gL2000、PMGI 

SF7)コートし、電子線描画装置を用いて SQUIDパター

ンを描画。現像後、蒸着装置(理科大)を用いて Al トンネ

ル接合型 SQUIDを作成する。 

SiO2膜作成：全自動スパッタ装置を用いて厚さ 100nm 

の SiO2保護膜を SQUID基板上に作製。電極部上の

SiO2は、多目的ドライエッチング装置を用いて除去。Al-

diskの作製：電子線描画装置を用いて SQUID基板に

Al-diskパターン描画。現像後、蒸着装置(理科大)を用

いて厚さ 100nmの Al-diskを作成する。 

磁化測定：希釈冷凍機（理科大）、および超伝導マグネッ

トを用いて極低温下で磁場印加測定を行う。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion）         

 

                  

 

 

 

 

                 

 

Fig.1 は作製試料の SIM 像である。Fig.2 は温度

18mKにおける試料に磁場を印加した際の SQUIDの臨

界電流 ICの磁場依存性である。図中に矢印で示した周期

変調の不連続な跳びは、磁場印加により誘起された磁束

渦によるものと考えられる。周期変調の位相解析により、

試料に磁束渦が格子状にトラップされている様子がわか

った。 
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Fig. 1. SIM image of 

the fabricated sample. 

Fig. 2. Critical current 

for the magnetic field. 


